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１．概要（Summary） 

現在の通信技術は限界を迎えており、新たなブレーク

スルーが必要となっている。そのなかで大きな注目を集め

ているのが、量子情報通信である。 

本研究は、その量子情報通信に必要不可欠である、単

一光子源/検出器の作製の展望として、シリコン中にエル

ビウムを添加したデバイスの作製を行い、電気的、光学的

特性の評価を行うことを目的とした。 

デバイス作製のため、電子線描画、ドライエッチングを

行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム描画装置 

 

【実験方法】 

電子ビーム描画装置を使用してレジストマスクパターン

を設計した。設計したパターンは 100 μm 角の格子状パ

ター ンである。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

以前使用していた描画装置の条件で作製したが、設計

したパターンにならなかった。そこで、ドース・現像時間を

種々変化させ条件出しを行った。これらの中では、ドース

量がパターン寸法に最も効いていた。結局、条件出しに

より、Fig. 1 に示すように、現在使用している描画装置で

も設計したパターンを作製することができた。 

 

 
Fig. 1 SEM image of Er-implanted region  

(100×100 μm2). 

 

この原因は、以前の描画装置よりも加速電圧が増加した

ため以前の条件ではうまくパターンが作製できなかったた

めと考えられる。 
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